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Аннотация — Исследованы вольтамперные характери-
стики и эффективность генерации диодов с боковыми гра-
ницами, обладающими отрицательной дифференциальной 
проводимостью, в планарном варианте. Показано, как вли-
яют  расположение боковой границы и ее размеры в про-
межутке анод-катод на характеристики диода с боковыми 
границами.  

1. Введение 
Принципы работы диодов с боковыми границами, 

которые обладают отрицательной дифференциаль-
ной проводимостью (ОДП), описаны ранее [1]. Боко-
выми границами могут быть туннельная граница (ТГ), 
резонансно-туннельная граница (ТРГ), туннельно-
триодная граница (ТТГ), металл-окисел вырожден-
ный полупроводник (МОПГ), гетерограница (ГГ) и др.  

В докладе приводятся исследования характери-
стики планарного диода с боковой ТГ конечных раз-
меров с помощью анализа эквивалентных схем. 

2. Основная часть 
Рассматривается структура диода с ТГ, к которо-

му приложено внешнее напряжение 0U  между ано-

дом и катодом (А-К) (рис. 1). Боковая граница пред-
ставляет собой туннельный диод (ТД), включенный в 
прямом направлении. В планарной структуре боко-
вая граница по протяженности может быть сравнима 
с длиной канала А-К. В этом случае различные точки 
границы будут находится под разным потенциалом и 
через них будут протекать разные токи. Суммарная 
ВАХ будет определяться всеми точками боковой 
границы. 

Рис. 1 
Рассматривается случай, когда боковая ТГ пред-

ставлена двумя участками, при этом ТГ подключают-
ся в сечения канала и соединены с анодом.  

Из эквивалентной схемы методом узловых на-
пряжений определялся ток всей структуры, а также 
находились падения напряжения 1U  и 2U  на каждом 

узле: 
)()()()()()( ТГТГ 22111100 UIUIUIUIUIUI cc  ; 

3002 RIUU  ; 

230032001 RRIUIRRIUU  )()( ТГ . 

ВАХ диода с двумя ТГ в зависимости от положе-
ния границ  показаны на рис. 2. 
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Рис. 2 

3. Заключение 
Таким образом, увеличение расстояния между 

двумя ТГ приводит к появлению двух участков ОДП, 
но при этом уменьшается максимальное значение 
каждого участка ОДП. Такое поведение ВАХ обу-
славливает уменьшение значения максимальной 
эффективности генерации. 

Увеличение протяженности границы от анода к 
катоду приводит к уменьшению maxI  и увеличению 

minI ; к увеличению напряжений maxU  и minU ; 

уменьшению ОДП. Такое изменение ОДП на ВАХ 
сказывается на максимальной эффективности. Уве-
личение протяженности границы приводит к умень-
шению максимального КПД с 15 % до 2 %. 
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Abstract — The current-voltage characteristics and the effi-
ciency of the generation of diodes with a lateral boundary with a 
negative differential conductivity in a planar form are investi-
gated. The effect of location and size of the lateral boundary on 
the characteristics of the diode with lateral boundaries are 
shows. 
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